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(57) Реферат:

Изобретение относится к технологии
обработки поверхности полупроводниковых
пластин, в частности к процессам очистки
поверхности пластин между технологическими
операциями, для изготовления солнечных
элементов. Способ согласно изобретению
заключается в том, что с поверхности пластин
происходит полное удаление окисла в растворе
состоящей из плавиковой кислоты и
деионизованной воды, при комнатной
температуре раствора. Процесс удаления окисла
считается законченным, в том случае, когда

раствор скатывается с поверхности обратной
стороны кремниевой пластины. Реакция
обработки поверхности кремниевой пластины
протекает с большой скоростью, длительность
процесса составляет не более 20 секунд.При этом
не происходит ухудшения качества поверхности
кремния. Предлагаемый способ обеспечивает
удаление остатковокисла с поверхностиобратной
стороны перед напылением и способствует
улучшению адгезии, благодаря которой
увеличивается процент выхода годных
кристаллов - 98%. 3 пр.
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(54) PROCESSING PLATE SURFACE FOR FABRICATION OF SOLAR CELLS
(57) Abstract:

FIELD: physics.
SUBSTANCE: claimed method consists in a

complete oxide removal from the plate surface in
solution composed of hydrofluoric acid and deionised
water at the room temperature of said solution. Oxide
removal is considered terminated in case this solution
rolls from the surface of silicon plate back. Silicon plate

surface processing reaction occurs at a high rate while
process duration does not exceed 20 seconds. Note here
that it does not cause the silicon plate surface quality
deterioration.

EFFECT: removal of oxide residues before
evaporation facilitates the adhesion, hence, higher yield.

3 ex
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Изобретение относится к технологии обработки поверхности полупроводниковых
пластин, в частности к процессамочистки поверхности пластинмежду технологическими
операциями, для изготовления солнечных элементов.

Известны способы обработки кремниевых пластин перед напылительными
процессами: в кислотах, щелочных растворах при температуре 90-100°C, и др. [1].

Основныминедостатками этих способов являютсянеполное удаление окисла, высокая
температура и длительность процесса.

Цельюизобретения является полное удаление остатка окисла с поверхности обратной
стороны кремниевых пластин перед напылением и уменьшение температуры и
длительности процесса.

Поставленная цель достигается тем, что удаление окисла перед напылением
происходит за счет использования раствора, в состав которого входят
фтористоводородная кислота HF и деионизованная вода H2O в следующих
соотношениях:

Сущность способа заключается в том, что с поверхности пластин происходит полное
удаление окисла в растворе, состоящем из плавиковой кислоты и деионизованной воды,
при комнатной температуре раствора.Процесс удаления окисла считается законченным,
в том случае, когда раствор скатывается с поверхности обратной стороны кремниевой
пластины. Реакция обработки поверхности кремниевой пластин протекает с большой
скоростью, длительность процесса составляет не более 20 секунд. При этом не
происходит ухудшения качества поверхности кремния.

Таким образом, предполагаемый способ по сравнению с прототипом обеспечивает
удаление остатков окисла с поверхности обратной стороны перед напылением и
способствует улучшению адгезии, благодаря которой увеличивается процент выхода
годных кристаллов - 98%.

Сущность изобретения подтверждается следующими примерами:
ПРИМЕР 1. Процесс проводят на установке химической обработки в одной ванне

с последующей отмывкой в деионизованной воде при соотношении компонентов:

Температура раствора комнатная. Время обработки 60 секунд. Процент выхода
годных кристаллов составляет 92%.

ПРИМЕР 2. Способ осуществляют аналогично примеру 1. Процесс проводят на
установке химической обработки в одной ванне с последующей отмывкой в
деионизованной воде при соотношении компонентов:

Температура раствора комнатная. Время обработки равно 40 секунд. Процент
выхода годных кристаллов составляет 95%.

ПРИМЕР 3. Способ осуществляют аналогично примеру 1. Процесс проводят на
установке химической обработки в одной ванне с последующей отмывкой в
деионизованной воде при соотношении компонентов:
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Температура раствора комнатная. Время обработки равно 20 секунд. Процент
выхода годных кристаллов составляет 98%.

Таким образом, предполагаемый способ по сравнению с прототипом обеспечивает
полное удаление остатка окисла с поверхности обратной стороныкремниевой пластины
перед напылениеми способствует улучшениюадгезии, благодаря которой увеличивается
процент выхода годных кристаллов с 93 до 98%.

Литература
1.КурносовА.И.,ЮдинВ.В.Технологияпроизводстваполупроводниковыхприборов

и интегральных микросхем, М: «Высшая школа», 1986, с.177-178.

Формула изобретения
Способ обработки поверхности пластин для формирования солнечных элементов,

включающий травление кремния с полным удалением остатков окисла с поверхности
обратной стороны кремниевой пластины, перед напылением обратной стороны,
отличающийся тем, что в качестве травителя используется раствор, в состав которого
входят фтористоводородная кислота и деионизованная вода, компоненты раствора
выбираются в следующем соотношении:
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